PIN-Dioden fiir Aligemeine Anwendungen BAR 12-1 bis
BAR 16-5

Neue PIN-Diodenserie BAR 12 bis BAR 16 fiir regelbare HF-Dampfungsglieder

Die neue PIN-Diodenser‘ie BAR 12 bis BAR 16 von Siemens schlieBt eine Liicke zwischen den
vorzugsweise fir die Unterhaltungselektronik entwickelten Typ BA 379 (Kunststoffgehéuse)
und den professionellen PIN-Dioden BXY 42/43/58/59.

Bevorzugte Anwendungsbereiche der neuen Serie liegen in elektronischen Antennenschal-
tern kleiner bis mittlerer Leistung und regelbaren HF-Dampfungsgliedern im Frequenzbe-
reich von etwa 1 MHz bis 3 GHz.

Die guten elektrischen Eigenschaften sowie die hohe Zuverldssigkeit dieser PIN-Dioden
werden u. a. erreicht durch Edelmetallkontakte (TiPtAu), Nitrid Gber Oxidpassivierung und
speziell entwickelte Verfahren, die die Defektfreiheit im Kristall und an seiner Oberflache
sichern. Es wird eine Ladungstriagerlebensdauer von iiber 5us (z.B. beim Typ BAR-5)
erreicht, welche Anwendungen bis in den Bereich um 1 MHz erlaubt. Eine hohe Ladungstra-
gerlebensdauer 1 tragt wesentlich zum Vermeiden von Verzerrungen bei, aber auch zum
Erreichen niedriger Serienwiderstande. In der Anwendung soll stets

f>

sein.

Erleichtert wird die universelle Anwendbarkeit der neuen PIN-Diodenserie durch eine
Vielzahl verschiedener Gehausebauformen. Auf Kundenwunsch sind diese Bauelemente
auch im Mikrowellengehduse oder in Chipform lieferbar.

Besondere Vorteile der PIN-Dioden BAR 12 bis BAR 16

Geringe Intermodulationsverzerrungen

Niedrige Kapazitat

Einstellbarer FluBwiderstand iber fast 4 Dekaden

Geringe Verluste

Breite Anwendungsmaéglichkeiten im Frequenzbereich von 1 MHz bis 3 GHz

Hohe Qualitat und Zuverlassigkeit; MIL-fahiges Bauelement

Optimaler, kostenglnstiger Einsatz durch verschiedene Gehausebauformen, auch fir
Schichtschaltungen.

Auf Wunsch auch als Chip lieferbar.

e Vorzugstypen ab SBS-Lager

Typische Anwendungen im HF-Bereich

o Elektronische Antennenschalter, Duplexer, Vielfachschalter
o Regelbarer Widerstand/Dampfungsglied,
PIN-Regelglied,
PIN-Matrixsteuerung
e Bandumschaltung
Umschaltbare Filter
e Phasenschieber

20



BAR 12-1 bis
BAR 16-5

Lieferiibersicht:

Typ/Gehéuse . Bild Bestell-Nr.
Gehéduse DO-35

A BAR 12-1 7 Q62702-A0651
A BAR 12-2 7 Q62702-A0652
A BAR 12-3 7 Q62702-A0653
A BAR 12-5 7 Q62702-A0654
Gehéduse SOD-23

BAR 13-1 5 Q62702-A0655
BAR 13-2 5 Q62702-A0656
BAR 13-3 5 Q62702-A0657
BAR 13-5 5 Q62702-A0658
Gehause TO-236/4

BAR 14-1 51 Q62702-A0659
BAR 14-2 51 Q62702-A0660
BAR 14-3 51 Q62702-A0661
BAR 14-5 51 Q62702-A0662
Gehiuse T0-236/5

BAR 15-1 53 Q62702-A0663
BAR 15-2 53 Q62702-A0664
BAR 15-3 53 Q62702-A0665
BAR 15-5 53 Q62702-A0666
Gehduse TO-236/6

BAR 16-1 52 "1 Q627Q2-A0667
BAR 16-2 52 Q62702-A0668
BAR 16-3 52 Q62702-A0669
BAR 16-5 52 Q62702-A0670

A Vorzugstypen im DO-35-Glasgehiuse sind ab SBS-Lager lieferbar.

Die Endziffer der Typenbezeichnung kennzeichnet die Tragerlebensdauer, — 1 z.B. 1 us.
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PIN-Dioden fiir Allgemeine Anwendungen BAR 12-1 bis
BAR 16-5

Gehéusebauformen:
MaBe in mm
Kat hode
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BAR 12-1 bis

BAR 16-5
Kenndaten (7, = 25 °C) BAR 12-1 bis BAR 16-5
min typ max
Sperrspannung -
(I = 10 pA) Ugr) 150 \
Sperrschichtkapazitat
(Ug = 50V; f= 1 MHz) G 0,5 pF
Ladungstréger-Lebensdauer
(Ir = 10 mA; Iz = 6 mA)
Type 1 T 1 1,5 us
Type 2 T 2 2,5 us
Type 3 T 3 4 us
Type 5 T 5 6 us
DurchlaBwiderstand bei 100 MHz
Ir = 10 pA re 2 kQ
100 pA re 0,2 kQ
1 mA re 30 Q
10 mA e 5 Q
Grenzdaten (7, = 25 °C)
Gesamtverlustleistung Poe 250 mwW
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Ts —55 to +150 °C Gias
T —55t0 +125 °C Plastik
Auswahlbeispiel:

Type 1, Gehause DO = 35 = BAR 12-1
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BAR 12-1 bis

PIN-Dioden fiir Allgemeine Anwendungen
BAR 16-5
DurchlaBstrom I = f{U;) HF-Widerstand A; = f(/;)
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BAR 12-1 bis

BAR 16-5

Intermodulationsabstand dy, = f(f,)

Uy =40 dBmV
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PIN-Dioden fiir Alilgemeine Anwendungen BAR 12-1 bis
BAR 16-5

DC DC

RFC

Pin-
Diode D1

Pin-
Diode D2

RFC

Bild 1 Prinzipdarstellung einer elektronischen Breitband-Antennenumschaltung (Senden/
Empfang) mit PIN-Dioden

R Strombegrenzungswiderstand fiir den Gleichstrom in FluBrichtung von D1 bzw. D2
TX Sender

RX Empfanger

RFC HF-Drosseln

Sendebetrieb:

Durch D1 flieBt Gleichstrom in FluBrichtung. Damit wird D1 niederohmig fiir Hochfrequenz.
D2 erhalt keinen Vorstrom. Wegen der geringen Kapazitat von D2 wird der Empfénger

entkoppelt.
Empfangsbetrieb:
D2 erhalt Vorstrom und D1 ist stromlos
HF-Widerstand R, = f (f) Intermodulationsabstand d,y, = f(f2)
BAR 12-3 48 BAR 123
10" 0 f
f, =100 MHz
R: dm Uy =40 dBm

\ \
-40

\
10° \ N
N N
N
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Silicon PIN Diodes BAR 17

@ Current-controlled RF resistor for RF attenuation
@ Switching applications above 1 MHz

Type Marking Ordering code Pin configuration Package')
{tape and reel)
BAR 17 L6 Q 62702 -A785 1o—P——3 SOT-23

Maximum Ratings

Parameter Symbol | Values Unit
Reverse voltage Wr 100 \
Forward current Ie 100 mA
Total power dissipation, Ta = 25 °C?) Piot 140 mw
Junction temperature T; 150 °C
Operating temperature range ) Top -55...+150 °C
Storage temperature range Tstg -55...+150 °C
Thermal Resistance ‘
Junction —ambient?) ] Riua l =450 K/W

1) For detailed dimensions see chapter Package Outlines.
2) Package mounted on alumina 15 mm x 16.7 mm x 0.7 mm.
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BAR 17

Electrical Characteristics

at Ta = 25 °C, unless othgrwise specified.

DC/AC Characteristics

Parameter Symbol Values Unit
min typ max
Reverse current Ir
Vr= 50V - - 50 nA
Vr=100V - - 1 pA
Forward voltage 73 - 0.91 1 \
Ir=100mA
Diode capacitance Cr pF
Vr=50V,f=1MHz - 0.32 0.55
Vg =0, f=100 MHz - 0.37 -
Charge carrier life time I3 - 4 - us
Ir=10mA, Ir=6mA
Forward resistance 5 Q
f=100 MHz, I¢ =0.01 mA - 1150 | -
Ir=0.1mA - 160 -
Ir=1.0mA - 23 -
Ir=10mA - 3.5 -
Forward current Ir = f (V§) Forward resistance r; =f (If)
f=100 MHz
mA Q
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I T fs
1 /][] ot 3
10 e 25° (5= 107 i
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7
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] | \
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BAR 17

Diode capacitance Cy = f (Vg)

pF
2

F=1MHz
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100MHz

0 10 20 30 40 50V

— -V
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Silicon PIN Diodes

BAR 60
BAR 61

@ For RF attenuation
® Switching applications for frequencies above 10 MHz

Type Marking Ordering code Pin configuration Package')
(tape and reel)
BAR 60 60 Q62702 -A786 1 SOT-143
& 3
2
BAR 61 61 Q 62702 -A120 3
2 A
Maximum Ratings per Diode
Parameter Symbol | Values Unit
Reverse voltage Wr 100 \
Forward current Ie 100 mA
Total power dissipation, Ta = 25 °C?) Piot 140 mw
Junction temperature T 150 °C
Operating temperature range Top -55...+150 °C
Storage temperature range Tsig -55...+150 °C
Thermal Resistance
Junction — ambient?) | Riun l =450 K/wW

1) For detailed dimensions see chapter Package Outlines.
2) Package mounted on alumina 15 mm x 16.7 mm x 0.7 mm.
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BAR 60

BAR 61
Electrical Characteristics per Diode
at Tp = 25 °C, unless otherwise specified.
DC/AC Characteristics
Parameter Symbol | Values Unit
‘min: | typ max
Reverse current Ir
Vg= 50V - - 100 nA
VR=100V - - 1 pA
Forward voltage 3 - - 1.25 \
I =100 mA ‘
Diode capacitance Cr pF
VR=50V, f=1MHz - :0.25 0.5
Vr=0, f=100 MHz - 0.2 -
Differential forward resistance r : ‘ Q
f=100 MHz, Ir =0.01 mA - 2800 | -
Ir=0.1mA - 1380 -
Ir=1.0mA - 45 -
Ie=10mA - 7 -
Zero bias conductance % - 50 - S
Ve=0, f=100 MHz
Charge carrier life time [ - 1 - us
Ir=10mA, Ir=6mA
Forward current I = f (V) Forward resistance r; =f (If)
f=100 MHz
mA Q .
102 rEis 0 il
5 7 ll / 5
IF I / ] Tt
{111 =150°C
1 10' L / 2 850( = 10°
5 ot 5 - i
LA
100 / / l ! 102 N
S /8
AW iw| 5
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N
107 4 ,! l 10’ :
5 Hf i } 5 N3
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102 (1] 10°
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BAR 60
BAR 61

Diode capacitance Cy = f (V)

-
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Circuit example for attenuation networks with diode BAR 60

S0kQ
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Silizium-Planar-Diode BAR 74

Die Silizium-Planar-Diode BAR 74 im Kunststoffgehduse 23 A 3 DIN 41869 (TO-236) eignet sich
zum Einsatz als schnelle Schaltdiode in Schichtschaltungen. Die Diode wird mit den Code-
buchstaben »JB« gekennzeichnet.

Typ | Stempel lBestellnummer 1405 120,05
BAR74  [JB  |Q62702-A615 PR ——
L f e
18 o E
( [
K K =
062003 o i} 025
3 oz
Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm

Grenzdaten (7, =25°C)
Sperrspannung Ug 50 \"
Richtstrom (¢,, =10 ms) Io 70 mA
Durchla3strom Ie 150 mA
Spitzenstrom (t =15 ms) fem 200 mA
StoRstrom (t =1 us) fes 4,5 A
Sperrschichttemperatur T, 150 °C
Umgebungstemperatur Ty -55 bis +126 | °C
Gesamtverlustleistung ' Pios 180 mw
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung bei Aufbau auf:
Glassubstrat (7 x7 x 1 mm) Rinsu =700 K/W
Keramiksubstrat (30 x 12x 1 mm) Rinsu =450 K/W
Glasfasersubstrat (30 x 12X 1,56 mm) Rinsu =450 K/W
Sperrschicht-Lotstelle Rt =350 K/W
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Silizium-Planar-Diode BAR 74

Statische Kenndaten (7, =25°C)

DurchlaBspannung (/- =100 mA) Ue =1 \
Sperrstrom (Ug =50 VI In =0,1 uA
Sperrstrom (Ug =50V, Ty =125°C) Iq =100 pA
Durchbruchspannung (Ig =5 pA) Ug, =51 \"

Dynamische Kenndaten (7, =25°C)

Kapazitat (Ug =0 V) Co =2 pF
Sperrverzogerungszeit
(Ile=Ig =10 mA, Erholung auf 1 mA) t, =4 ns
Sperrverzégerungszeit
(Ie,=10 mA; Ur=6V; R,=100 Q;
bei Erholung auf 1 mA) t =2 ns
Max. zulissiger DurchlaBstrom Zulassiger Spitzenstrom
als Funktion der Einschaltdauer
Trmo 1 I =£(t)
0/0 A
150 10 gy
I¢ . H:
It max Ir 5 0003

—_—
—
=3 K=
[=3 =3
312
VAVY.

N
0 | b
100 X LU= =
C =+
\ \
N . u
10,2 =
\ 2\ 3 PN
0 \ \ . t RN
\\ 5
N T~
J
0 107 LU il _LUJJIﬂ
0 50 100 150 °C 10 % 10 103 10?1 100
—7 pE——

Warmewiderstand:

1 Glassubstrat 7x 7 x 1 mm?, 700 K/W

2 Keramiksubstrat 30 x 12 X 1 mm?, 450 K/W
Glasfasersubstrat 30 x 12 x 1,5 mm?, 450 K/W

3 Sperrschicht-Létstelle, alle AnschiuRfahnen sind
zu messen, bezogen auf die warmste, 350 K/W
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Silizium-Planar-Diode

BAR 99

BAR 99 ist eine epitaktische Silizium-Planar-Diode im Kunststoffgehduse 23 A3 DIN 41869

(TO-236).

Sie findet Anwendung, als schneller Schalter speziell fir Diinn- und Dickfilmschaitungen.
Der Typ wird in Kurzform mit »JG« am Gehiuse aufgestempelt.

Typ | Stempel | Bestellnummer
BAR99 | JG | 062702-A610

Grenzdaten (7, =25°C)

Sperrspannung

Durchla3spannung

Richtstrom (t,, =10 ms)

StoBstrom (t=1 us)

Sperrschichttemperatur

Umgebungstemperatur :
Gesamtverlustleistung im Bauelement (T_=85°C?)

Wiarmewiderstand

Sperrschicht-Lotstelle
Sperrschicht-Substratriickseite
(Glassubstrat 7 x7 x1 mm)

') Zuléssig fir max. 500 Betriebsstunden
2) 7, =Temperatur der wirmsten Lotstelle
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MafRe in mm Gewicht etwa 0,02 g
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Piot 180
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Silizium-Planar-Diode BAR 99

Statische Kenndaten (7, =25°C)

DurchlaBspannung (I =1 mA) Ue =715 mV
DurchlaRspannung (I =10 mA) Ue =855 mV
Durchla3spannung (I =50 mA) Ue =11 v

DurchlaBspannung (I =100 mA) Ue =1,3 Vv

Sperrstrom bei Ug =70 V Ig =25 A
Sperrstrom bei Ug =70 V und 7;=150°C I =50 HA
Sperrstrom bei Ug =25V und 7;=150°C Ig =30 HA

Dynamische Kenndaten (7, =25°C)

Kapazitat (Ug =0, f=1 MH2) C 1,5 pF
Sperrverzogerungszeit

beim Umschalten von I =10 mA auf U =1V

mit R =100 Q gemessen bei Iz=1 mA t, =6 ns

Sperrverzégerungsladung
beim Umschalten von I =10 mA auf Ug=5V
mit R =500 Q Qg =45 pAs
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Silizium-Planar-Diode BAR 99

MeRschaltungen:

MeBschaltung fiir Eins¢halt-Scheitelspannung:

I 1kQ  450Q

- U
90 %
I I Oszillograf . Ur
- . , 10% _
Pritfling bty — t
Impulsgenerator: t,=120ns V;=0,01 Oszillograf: R =50 Q
t,=20ns R, =50 Q t,=0,35 ns
C=1pF
MeRBschaltung fiir Sperrverzégerungszeit:
Priifling
G L IR
| RN | % T
v | t
I I (> Tlr Oszillograf ﬂ
| i Uy 0% fg=1mA
Impulsgenerator: t, =100ns V;=0,05 Oszillograf: R =50 Q
t, =06ns R, =50Q t,=0,35 ns
Up,=Ur+I: R, C=1pF

MeBschaltung fiir Sperrverzugsladung:

Prifling
0 0 O5=Uen <L
! T .
'aJ_ <
| | T Ir ¥, S Oszillograf Uen
D U Y=
- S 1y . !
t
Impulsgenerator: t, =400 ns V;=0,02 Oszillograf: R=10 MQ
t, =2ns  R; =500 Q C=7pF
U,=Ug+Ir R D,: BAW 62

D,: sehr schnelle Diode
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Silizium-Planar-Diode BAR 99

Max. zulissiger DurchlaBstrom 2ulassiger Spitzenstrom
Ir als Funktion der Einschaltdauer
T =fn) I =f(t)
I¢ max F
O/n A
150 0

1
Tt max Ie 5 00

100

\
01
N\ -
L 10,7
\ 2\ 3 SIS

- N

NN
\\ i
N re—T
R
0 107 LLL iJlllI]_LLJJllH
0 50 100 150 °C 0% 1% w0 w0 w0z 1 1w0's
— B

Wiarmewiderstand:

1 Glassubstrat 7 x 7 x 1 mm?, 700 K/W

2 Keramiksubstrat 30 x 12 x 1 mm?, 450 K/W
Glasfasersubstrat 30 x 12 x 1,6 mm?, 450 K/W

3 Sperrschicht-Lotstelle, alle Anschlufahnen sind
2u messen, bezogen auf die warmste, 350 K/W
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Silizium-Planar-Diode BAR 99
DurchlaBkennlinie Durchlaspannung
TIe=f{U¢) als Funktion der Sperrschichttemp.
Ue=F(T)
mA b vV
100 10
1] | 4
Is — Mittelwert | U I =100mA | | TN
——= Streuwert | 1 T
80
, -~
T = 25°C | 10 mA [N
| 1|
60 f oy
-
I / 05 1mA TN ™
: ™
N
40 1 01mA ™~
/ N ™
/ "N
20 /
!
L
/Y
0 4 0
0 05 10 15V 0 50 100 150°C
— U —
Sperrstrom als Funktion der
Sperrschichttemperatur
Ia=F(T)
nA
10° —
=
Iy oberer Y.
| == "Streuwert =1V A
N Mittelwerte /’ W
10 = A
L VAW 4
"
4
70V
Ik /
VAVA
¥
/
v £/
7/
y /
) /
0 50 100 150 °C
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Silicon Schottky Diodes BAS 40 ...

® General-purpose diodes for high-speed switching
@ Circuit protection

@ \oltage clamping

® High-level detecting and mixing

€ -—available with CECC quality assessment

ESD: Electrostatic discharge sensitive device, observe handling precautions!

Type Marking Ordering code Pin configuration Package')
(tape and reel)
E€BAS 40 43 Q 62702 — D339 SOT-23
to—F—o3
€ BAS 40-04 | 44 Q 62702 - D980 3
ENRENDY
€ BAS 40-05 | 45 Q 62702 - D979 3
o
€ BAS 40-06 | 46 Q62702 -D978 3
1 O-H—IH-Q

® General-purpose diodes for high-speed switching
@ Circuit protection

@ \oltage clamping

® High-level detecting and mixing

€& - available with CECC quality assessment

ESD: Electrostatic discharge sensitive device, observe handling precautions!

Type Marking Ordering code Pin configuration Package')
_(tape and reel)
€ BAS 40-07 | 47 Q 62702 — A697 . E | 1 SOT-143

30—H——<JZ

1) For detailed dimensions see chapter Package Outlines.
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BAS 40 ...

Maximum Ratings per Diode

Parameter . Symbol | Value Unit
Reverse voltage R 40 \
Forward current Ie 40 mA
Peak forward current Irrm 80 mA
Surge forward current, t <10 ms Irsm 200 mA
Junction temperature T 150 °C
Operating temperature range Top -55 ... +150 °C
Storage temperature range Tsig -55...+150 °C

Thermal Resistance

Junction — ambient") ' Riua <450 K/W

Electrical Characteristics
at Ta = 25 °C, unless otherwise specified.

Parameter Symbol Values Unit
min | typ | max

DC characteristics

Breakdown voltage . Vier) 40 - - \%
IR = 10 l.l.A
Reverse current Ir pA

Vr=30V - - 1 .
Vr=40V - - 10

Forward voltage 73 mV
Ir= 1mA - 310 380
Ir=10mA - 450 500
Ir=40mA - 720 1000

Diode capacitance Cr pF
V=0, f=1MHz - 4 5
Charge carrier life time T - - 100 ps
Ie=25mA

Differential forward resistance n - 10 - Q
Ie=10mA, f=10kHz

1) Package mounted on alumina 15 mm x 16.7 mm x 0.7 mm.
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BAS 40 ...

Characteristics per Diode
at T = 25 °C, unless otherwise specified.

ma Forward current Ie=1(V) pA Reverse current I = f (V)
102 . . 10°
5 Az >
7 I
I R , K=
/ 10 =150°C—
10! A 5
1
7, =-40°C 10
=+ 25°C 5
10° = =t 5o P —
s =F ' 150°C 0 L=
I 5
107 ’ 1
1 107
5 s =
e 25° LT
P |
1072 2l =T
05 10 15V 0 10 20 30 [AVAY
— — W
Diode capacitance Cy =f (V) Differential forward resistance r; = f (I§)
f=1MHz f=10kHz
pF Q
5 10
5
G . rs N
Pe PR
N
102 .
HI
3 5
<
\\
2 \\
10! N
N 5
1 =
|
0 10°
0 10 20 30V 01 05 1 5 10 100 mA

=W
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